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1．AIP 法の原理と特長

AIP 法は真空雰囲気において，ターゲット（皮膜形成
材料）をカソード（陰極）としアノード（陽極）との間
で真空アーク放電を発生させ，ターゲット表面から材料
を蒸発，イオン化し，負のバイアス電圧を印加したワー
ク（被コーティング物）表面にイオンを堆積させること
により，皮膜を形成する薄膜コーティング方法である。
真空アーク放電が開始されると，カソード表面上に数

μm径のアークスポットと呼ばれる溶融領域が発生す
る。アークスポットの物理現象に関して 10

6～108A/cm2 に及ぶ高密度の電流が集中
するため，ジュール加熱などにより 4 000～10 000K と
いう高温を発生し，カソード材料を瞬時に溶融蒸発させ
ると同時にその多くの部分をイオン化する7）。したがっ
てHCD（ホローカソード）方式などの他方式のイオン
プレーティング法では困難とされているタングステンや
モリブデンなどの高融点金属も比較的容易に蒸発させる
ことが可能である1）, 5）。
さらにアークスポットでの蒸発は，瞬時におこなわれ

るため融点と蒸気圧の異なる材料を組合せた合金をター
ゲット材料に使用しても合金成分比をほぼそのまま転写
した皮膜をえることが可能である。また，アーク溶接の
ような大気中でのアーク放電と異なり，真空アーク放電
では，このアークスポットが陰極であるターゲット表面
上を 10m/s 程度の速さでランダムに動き回る6）, 7） duced in this paper. In addi

tion,










